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摘要(译)

在半透射型液晶显示装置中，需要两个抗蚀剂掩模来形成反射电极和透
明电极。因此，成本很高。堆叠用作像素电极的透明电极和反射电极。
通过使用包括半透射部分的曝光掩模，在反射电极上形成包括具有厚膜
厚度的区域和具有比上述区域更薄的膜厚度的区域的抗蚀剂图案。通过
使用抗蚀剂图案形成反射电极和透明电极。因此，可以通过使用一个抗
蚀剂掩模来形成反射电极和透明电极。
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